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В последнее время становится возможным создание наноразмерных структур методом лазерной абляции. Лазерная абляция представляет собой один из способов получения тонких пленок различных материалов, который заключается в испарении вещества с поверхности мишени посредством  лазерного излучения  с последующим осаждением вещества на подложку [1]. Представляется важным контроль за параметрами роста таких полупроводниковых наноструктур.
При исследовании образцов селенида цинка (ZnSe) и йодида серебра (AgI), полученных путём лазерной абляции, были измерены спектры пропускания, представленные на Рис. 1 и Рис. 2.  При анализе полученных данных на спектрах пропускания образцов были обнаружены минимумы (то есть максимумы поглощения), характерные для дискретных энергетических спектров полупроводниковых наноструктур [2]. Наблюдаемые минимумы спектров пропускания (обозначены стрелками hv на рис. 1 и 2) сдвинуты в коротковолновую область относительно края поглощения объёмного полупроводникового материала (обозначены стрелками Eg на рис. 1 и 2), что соответствует увеличению ширины эффективной запрещённой зоны образцов. В свою очередь, уширение запрещённой зоны образцов  указывает на наличие размерного квантования за счет сдвига нижнего электронного и верхнего дырочного уровней размерного квантования от дна зон проводимости и валентной, соответственно.
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	Рис. 1. Спектры пропускания  двух образцов ZnSe, полученных путём лазерной абляции. 
По спектрам пропускания оценены квантово-механические добавки в энергию запрещенной зоны (разрыва энергетических уровней размерного квантования): ∆E=hv-Eg.  Для селенида цинка они составили 170 и 120 мэВ для рис 1. a и b соответственно. Для йодида серебра сдвиги составили 80 и 90 мэВ для рис 2. a и b соответственно.

Для образца ZnSe наблюдается значительное уширение (десятки мэВ) наблюдаемых спектров поглощения (Рис. 1), что обусловлено большой дисперсией размеров образованных наноструктур. Кроме того, для образца “a” сдвиг минимума пропускания в коротковолновую область сильнее (на 50 мэВ), чем у образца “b”, что обуславливает меньшие размеры образованных наноструктур селенида цинка у образца “a” по сравнению с образцом “b”. 
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Рис. 2. Спектры пропускания  двух образцов AgI, полученных путём лазерной абляции.
В спектрах пропускания образцов AgI (Рис. 2) наблюдаются аналогичные изменения: появление минимума пропускания, уширение линии поглощения и сдвиг от края поглощения объемного полупроводника. Однако, сдвиги энергетических уровней образцов “a” и “b” отличаются не так значительно (на 10 мэВ), что означает меньшие различия в размерах образовавшихся наноструктур йодида серебра. По-видимому наноструктуры AgI обладают и меньшей дисперсией по размерам.
В работе применены спектральные способы определения параметров наноструктур селенида цинка и йодида серебра, полученных путём лазерной абляции. Показаны возможности создания методом лазерной абляции полупроводниковых наноструктур различных размеров и дисперсий размеров.
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